134 Espin Electronico en Interaccion Hiperfina
con Espines Nucleares en Diamante

H. Duarte' y J. R. Maze'
'Depto. de Fisica, Pontificia Universidad Catélica de Chile, Vicuiia Mackenna 4860, Santiago, Chile.
E-mail: haduarte @uc.cl

En la red cristalina del diamante pode-
mos encontrar una serie de impurezas que
dan origen a interesantes nanoestructuras,
como los defectos nitrégeno-vacante (NV) y
silicio-di-vacante (SiV).

En particular, el defecto NV, permite
un monitoreo 6ptico de la evolucién de su
grado de libertad de espin [1], que posee
buenos tiempos de coherencia. En esta charla,
se describird la evolucién del grado de liber-
tad del espin electrénico del NV, debido a
interaccién magnética controlada e hiperfina
con espines nucleares adyacentes. Conocere-
mos la evolucién del espin electrénico central
utilizando la acumulacién de fases dindmicas
y geométricas [2], y la evolucién de los espi-
nes nucleares y sus condiciones de polariza-
cién, mediante la respuesta magnética que
producen sobre el espin electrénico del NV.

De estos andlisis se podrian derivar mé-
todos de medicién de campos magnéticos a
nano escala utiles para anélisis de compor-
tamiento vivo en muetras bioldgicas [3] y
estudio de materiales.

Figura 1. Defecto en el diamante conocido como
nitréogeno-vacante, producido por la pérdida de dos
carbonos, siendo uno remplazado por un nitrégeno,
mientras que el otro permanece vacante. Su principa-
les caracteristicas son su fluorescencia, espin elec-
tronico total uno y buen tiempo de coherencia. Estu-
diaremos este defecto con interaccion magnética
controlada e hiperfina con un spin nuclear adyacen-
te.
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